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О Р Е З О Н А Н С Н О М Т У Н Н Е Л И Р О В Л П И И Ч Е Р Е З 
П Р И М Е С Н Ы Е Ц Е Н Т Р Ы В 7.-OI Р А З Н О М Э Л Е К Т Р О Н Н О М В О Л Н О В О Д Е j 

По.:;та1к>, что и /,-обратном электродном i одноподс, содержащем нота щи- ! 
йльиын барьер с иримесимм н угло: ой «'пстн, -южст ре ши'.юнатьея резонансное 
туп печи- рои а пне, Энергетический < иск'; расматр: г: емой еигчемы регулиру-
ется изменением параметре:: глубоких дентро i, Показ mo, »то при. резонансных ; 

энергиях не происходит углогос отражение тлектропнен В'>диы п коэффициент ' 
трансмиссии становится up; к/пиески т-аиг.лм единице. j 

Электронные волноводы и тунисльнс-рсзопачсные структуры (ТРС) незави- ; 
СИМО друг ОТ друга ЯВЛ5Н0ТСЯ объектами широкого изучения и применении В 
современной полупроводниковой электропике. Очевидно, в ближайшем будущем 
эти объекты будут использоваться совместно в разнообразных комбинациях. При j 
объединении указанных структур, как будет показано ниже, может, в частности, : 
отсутствовать отражение электронной волны в углах волновода, которое, как j 
известно [1 ], приводит к существенному уменьшению коэффициента трансмиссии. | 

В настоящей работе рассматриваются транспортные свойства структуры, ко- ; 
торая представляет собой один из вариантов комбинирования электронных вол- j 
поводов и Т Р С , а именно рассчитывается коэффициент трансмиссии Т элскт- j 
рониого / . -образнош волновода, к углу которого находится потенциальный барьер, | 
содержащий глубокие примесные центры (рис. 1). Таком барьер, как известно, i 
является ТРС'. Интерес к использованию подобных. Т Р С впаии-гсльно вопрос, i 
после тою как авторы |2 J показали, что наличие рассеивателсй в потенциальных 
барьерах приводит к очень значительному изменению энергетических спектров 
периодических сверхрешсток (CP). Полезные результаты были получены при 
изучении роли рассеивателсй (расположенних или в потенциальных барьерах, 
или в квантовых ямах) в других полупроводниковых структурах. 13 частности, i 
jj работе [3] рассматривались туннельные спектры двубарьерпоп Т Р С , п работах i 
автора настоящей статьи изучались спектры неупорядоченных C P [4 ], иерархи-
ческих C P [51, киазипериодических цепей Фибоначчи | 6 j . Отметим, что авторы 
12] предложили рассматривать так называемые «примесные плоскости глубоких 
уровней» (ППГУ) . Технология образования таких ППГУ, в которых волновая 
ф у н к ц и я сильно затухает лишь и перпендикулярном к гетсрограницам направ-
лении, хорошо известна [7]. Создать условия для резонансного туинслпровапня 
в подобной структуре можно по-разному. В настоящей работе рассматривается 
вариант, в котором используются две ППГУ, расположенные в областях 2 и 5 
рис. 1 (области, составляющие потенциальным барьер, обозначены цифрами 2, 
3, 5, 6; штриховые линии соответствуют ППГУ, имеющим координаты лг и 
z r). Потенциал глубоких центров моделируется Л-функцпсй: 
U (л-) = !Л|(х — л'г), U(z) — iljz — z r). Волновые функции, вы раженные в атомных 
единицах, во всех областях могут быть представлены как 

Ч>, = 2 К „ Л + -') s in ' ( " 7 * ) « 
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